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(54) Pod³o¿e do epitaksji

(57) Przedmiotem wynalazku jest pod³o¿e do epitaksji, zawie-
raj¹ce monokrystaliczn¹ warstwê azotkow¹ wytworzon¹ poprzez
boczne narastanie azotku pierwiastków grupy XIII (IUPAC, 1989)
w œrodowisku nadkrytycznego roztworu zawieraj¹cego amoniak,
na wielu odpowiednio oddalonych od siebie powierzchniach roz-
mieszczonych na pod³o¿u pierwotnym, podatnych na boczne na-
rastanie azotków. Azotek tworz¹cy warstwê monokrystaliczn¹
ma korzystnie wzór ogólny AlxGa1-x-yInyN, gdzie 0≤x+y≤1, zaœ
0≤x≤1 i 0≤y≤1, a w szczególnoœci jest azotkiem galu – GaN. Korzy-
stnie pod³o¿e pierwotne ukszta³towane jest z krystalicznego azo-
tu pierwiastków grupy XIII, zw³aszcza z krystalicznego azotku
galu – GaN b¹dŸ wytworzone z materia³u krystalicznego, takiego
jak szafir, spinel, ZnO, SiC lub Si, przy czym materia³y reaguj¹ce
z nadkrytycznym roztworem zawieraj¹cym amoniak pokryte s¹
przed wytworzeniem monokrystalicznej warstwy azotkowej, przy-
najmniej na jednej stronie, warstw¹ ochronn¹, korzystnie azotku
pierwiastków grupy XIII. W pod³o¿u do epitaksji monokrystaliczna
warstwa azotkowa, wytworzona w wyniku bocznego narastania
w temperaturze ni¿szej ni¿ 600°C, ma gruboœæ powy¿ej 1 µm,
korzystnie powy¿ej 10 µm, przy czym ze wzrostem gruboœci ja-
koœæ tej warstwy jest taka sama lub lepsza.
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(54) Sposób wytwarzania polowego emitera
elektronów i polowy emiter elektronów

(57) Sposób polega na tym, ¿e na pod³o¿u (1) poprzez na-
œwietlanie wi¹zk¹ œwiat³a laserowego wykonuje siê relief powierz-
chni z przetopionym materia³em (2). Proces naœwietlania wi¹zk¹
œwiat³a laserowego prowadzi siê tak, ¿e w przetopionym materia-
le (2) wytwarza siê fazê krystaliczn¹. Polowy emiter na pod³o¿u
(1) ma relief powierzchni w postaci obszarów z przetopionym ma-
teria³em (2) z faz¹ krystaliczn¹.
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(54) Sposób wytwarzania uk³adów
wielowarstwowych

(57) Sposób polega na nak³adaniu na pod³o¿e past izolacyj-
nych, przewodz¹cych, sensorowych i rezystywnych i utwardza-
niu ka¿dej z nich z osobna, kilku lub wszystkich w temperaturze
do 500°C w czasie od 4 do 20 minut. Pod³o¿e posiada odpornoœæ
na dzia³anie temperatury wszystkich procesów utwardzania
i wykonane jest korzystnie z tworzyw organicznych, zw³aszcza
fenolowo – formaldehydowych, epoksydowych, poliestrowych,
poliestrowo – amidowych, silikonowych i ich kopolimerów lub
mieszanin, jako laminaty, zw³aszcza na osnowie tkaniny szklanej.
Pod³o¿e mo¿e byæ ewentualnie wykonane z metalu (1), w tym
stopów metali, pokrytego warstw¹ elektroizolacyjn¹.
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(54) Azotkowy laser pó³przewodnikowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest azotkowy laser pó³przewo-
dnikowy zawieraj¹cy rezonator z obszarem czynnym z pó³prze-
wodnika azotkowego pomiêdzy azotkow¹ warstw¹ pó³przewod-
nikow¹ typu n i azotkow¹ warstw¹ pó³przewodnikow¹ typu p,
w którym przynajmniej zwierciad³o emituj¹ce promieniowanie po-
kryte jest co najmniej monokrystaliczn¹ warstw¹ azotku o wzorze
ogólnym AlxGa1-xInyN, w którym 0≤ x+y≤ 1, 0≤ x≤ 1, 0≤ y≤ 1, wy-
tworzon¹ w œrodowisku nadkrytycznego roztworu zawieraj¹cego
amoniak, w temperaturze ni¿szej ni¿ 600°C, nie powoduj¹cej
uszkodzenia obszaru czynnego, co jest szczególnie korzystne
w przypadku obszaru czynnego z pó³przewodnika azotkowego
zawieraj¹cego In, który wytwarzany jest w temperaturze oko³o
900°C, a w temperaturach wy¿szych ni¿ 900°C ulega degradacji.
Korzystn¹ monokrystaliczn¹ warstwê azotku o wzorze ogólnym
AlxGa1-xInyN, gdzie 0≤x+y≤1, 0≤x≤1 i 0≤y≤1, stanowi monokry-
staliczna warstwa GaN lub AlN o gruboœci wiêkszej ni¿ 50 ang-
stremów, jeœli materia³ obszaru czynnego ma przerwê energe-
tyczn¹ wê¿sz¹ ni¿ energetyczna GaN lub AlN.
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(54) Podpod³ogowe gniazdo przy³¹czne

(57) Przedmiotem wynalazku jest podpod³ogowe gniazdo
przy³¹czne sk³adaj¹ce siê z montowanej wstêpnie na konstrukcji
noœnej stropu dolnej czêœci (2) i z przyporz¹dkowanej do niej,
tworz¹cej szybik (20) górnej czêœci (12). Aby uproœciæ monta¿
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